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DESCRIPCION
Estructura y procedimiento para una TSV con alivio de tensién
CAMPO TECNICO

[0001] La presente divulgacion se refiere en general a circuitos integrados (IC). Mas especificamente, la presente
divulgacion se refiere al alivio de la tensién para vias a través de sustrato (TSV).

ANTECEDENTES

[0002] Cuando una TSV (via a través del sustrato) se llena con un material que tiene un desfase de coeficiente de
expansioén térmica (CTE) en relacién con su sustrato (por ejemplo, silicio), la TSV genera una alta tensién compresiva.
En particular, la tension compresiva se puede transmitir a través del sustrato circundante a los dispositivos contiguos.
La tension compresiva transferida puede provocar un cambio en los parametros de los dispositivos que rodean la TSV.

[0003] Las técnicas convencionales para abordar la tensién compresiva incluyen una "regién de exclusion" que
rodea la TSV. La region de exclusion define un area que rodea la TSV en la que no se pueden colocar dispositivos
sensibles. Desafortunadamente, una regién de exclusion da como resultado una penalizacién del area de disefio del
circuito. Por ejemplo, una regién de exclusiéon puede tener un radio de cinco a diez micrometros (5-10 um),
dependiendo de la sensibilidad del dispositivo particular.

[0004] El cobre es un ejemplo de un material de relleno que tiene un desfase de CTE con el silicio. Cuando una TSV
confinada por silicio tiene un ciclo térmico, el material de relleno de cobre dentro de las TSV se puede expandir hacia
arriba y fuera de la TSV. El bombeo del cobre hacia arriba y fuera de la TSV puede interrumpir cualquier circuito cerca
de la TSV. Aunque se describe con referencia al cobre, la expansiéon de cualquier material de relleno que tenga un
desfase de CTE con respecto a su sustrato, cuando se usa para llenar una TSV, provoca los problemas mencionados
anteriormente.

[0005] La publicacion de solicitud de patente de EE. UU. US2009/0243047 A1 divulga una pastilla semiconductora
con una via a través de sustrato rodeada por una primera y segunda capas de aislamiento rebajadas y que incluye un
material de relleno compatible en las partes rebajadas.

[0006] La publicacion DE102 05 026 C1 divulga un sustrato semiconductor con vias a través de sustrato rodeadas
por una zanja de aislamiento que esta parcialmente llena con un material dieléctrico.

BREVE EXPLICACION
[0007] La invencion se define en las reivindicaciones independientes.

[0008] De acuerdo con un aspecto de la presente divulgacion, se describe una pastilla semiconductora que incluye
alivio de tensién para vias de a través de sustrato (TSV). La pastilla semiconductora incluye un sustrato semiconductor
que tiene una cara activa. El sustrato semiconductor incluye capas conductoras conectadas a la cara activa. La pastilla
semiconductora también incluye una via a través de sustrato que se extiende a través del sustrato. En una
configuracién, la via a través de sustrato incluye un diametro sustancialmente constante a través de una longitud de
la via a través de sustrato. La via a través de sustrato se llena con un material de relleno conductor. La pastilla
semiconductora también incluye una primera y una segunda capa de aislamiento que rodean la via a través de
sustrato. En esta configuracion, la segunda capa de aislamiento incluye dos partes: una parte rebajada cerca de la
cara activa del sustrato que puede aliviar la tension del material de relleno conductor, y una parte dieléctrica. Una
composicion de la parte rebajada puede diferir de la parte dieléctrica.

[0009] En otro aspecto de la divulgacion, se describe un procedimiento para aliviar la tension de las vias a través de
sustrato (TSV). El procedimiento incluye definir una cavidad de via a través de sustrato en un sustrato. El procedimiento
también incluye depositar una primera y una segunda capa de aislamiento en la cavidad. El procedimiento incluye
ademas llenar la cavidad con un material conductor. El procedimiento también incluye retirar una parte de la segunda
capa de aislamiento para crear una parte rebajada.

[0010] A continuacién, se describiran rasgos caracteristicos y ventajas adicionales de la divulgacion. Se debe
apreciar por los expertos en la técnica que la presente divulgacion se puede utilizar faciimente como base para
modificar o disefar otras estructuras para llevar a cabo los mismos propoésitos de la presente divulgacion. También se
debe tener en cuenta por los expertos en la técnica que dichas estructuras equivalentes no se apartan de las
ensefanzas de la divulgacién como se exponen en las reivindicaciones adjuntas. Los rasgos caracteristicos
novedosos, que se considera que son caracteristicos de la divulgacion, tanto en cuanto a su organizacién como a su
procedimiento de funcionamiento, conjuntamente con otras ventajas, se entenderan mejor a partir de la siguiente
descripcion cuando se considere en relacion con las figuras adjuntas. Sin embargo, se ha de entender expresamente
que cada una de las figuras se proporciona solo para el propdsito de ilustracién y descripcién, y no pretende ser una
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definicion de los limites de la presente divulgacion.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

[0011] Para un entendimiento mas completo de la presente divulgacion, ahora se hace referencia a la siguiente
descripcion tomada junto con los dibujos adjuntos.

La FIGURA 1 muestra una vista en seccién transversal que ilustra un dispositivo de circuito integrado (IC) que incluye
dispositivos activos de acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 2 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 1, que incluye
una capa fotorresistente para proporcionar una abertura de tamafo incrementado para una via a través de sustrato
(TSV) de acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 3 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 2, que incluye
una capa de aislamiento de revestimiento de acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 4 muestra una vista en seccion transversal del dispositivo de IC de la FIGURA 3, que ilustra una via a
través de sustrato (TSV) rodeada por la capa de aislamiento de revestimiento de acuerdo con un aspecto de la
divulgacion.

La FIGURA 5 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 4, que incluye un
rebajo de aislamiento formado dentro de la capa de aislamiento de revestimiento de acuerdo con un aspecto de la
divulgacion.

La FIGURA 6 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 5, que incluye un
rebajo de aislamiento y la capa de aislamiento de revestimiento formada en una pared lateral de una cavidad de TSV
de acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 7 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 6, tras una
fabricacién de apilamiento en la parte final de la linea (BEOL) de acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 8 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 7, que incluye
una via a través de sustrato que tiene una capa de aislamiento de revestimiento y un material de relleno dentro de un
rebajo de aislamiento de pared lateral de acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 9 muestra una vista en seccién transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 1, que ilustra la
primera y segunda capas de aislamiento de revestimiento de acuerdo con un aspecto de la divulgacién.

La FIGURA 10 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 9, que ilustra
una via a través de sustrato (TSV) rodeada por la primera y segunda capas de aislamiento de revestimiento de acuerdo
con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 11 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 10, que incluye
un rebajo de aislamiento formado dentro de la segunda capa de aislamiento de revestimiento de acuerdo con un
aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 12 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 11, tras una
fabricacién de apilamiento en la parte final de la linea (BEOL) de acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 13 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 12, que incluye
un material de relleno dentro de un rebajo de aislamiento de un aislamiento de revestimiento de multiples capas de
acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 14 muestra una vista en seccién transversal que ilustra un dispositivo de IC de la FIGURA 9, que incluye
un via a través de sustrato (TSV) rodeada por la primera, segunda y tercera capas de aislamiento de revestimiento de
acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 15 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 14, que incluye
un rebajo de aislamiento formado dentro de la segunda capa de aislamiento de revestimiento de acuerdo con un
aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 16 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 15, tras una
fabricacién de apilamiento en la parte final de la linea (BEOL) de acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 17 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC de la FIGURA 16, que incluye
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un material de relleno dentro de un rebajo de aislamiento de un aislamiento de revestimiento de multiples capas de
acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 18 es un diagrama de bloques que ilustra un procedimiento para formar vias a través de sustrato (TSV)
que incluyen una o mas capas de aislamiento de revestimiento y un rebajo de aislamiento en una pared lateral de la
TSV, de acuerdo con un aspecto de la divulgacion.

La FIGURA 19 es un diagrama de bloques que muestra un sistema de comunicacién inaldmbrico en el que se puede
emplear de forma ventajosa una configuracion de la divulgacion.

DESCRIPCION DETALLADA

[0012] Diversos aspectos de la divulgaciéon proporcionan técnicas para mitigar los problemas relacionados con el
impacto de la tensién de TSV (via a través de sustrato) en dispositivos contiguos. De acuerdo con un aspecto de la
divulgacion, se describe una pelicula de aislamiento de revestimiento que separa una parte conductora de un via a
través de sustrato (TSV) de una capa de sustrato (por ejemplo, silicio). En una configuracion, una capa de aislamiento
de revestimiento se rebaja alrededor de la TSV a una profundidad en el intervalo de unos pocos micrémetros. En otra
configuracién, el vacio del rebajo de aislamiento se rellena con un material compatible. Los ejemplos de materiales
compatibles incluyen, pero no se limitan a, poliimida y otros materiales compatibles similares. En otro aspecto de la
divulgacion, tras el proceso de formacion de TSV, las capas de interconexién de la parte final de la linea (BEOL) se
fabrican en la oblea para completar un dispositivo de IC.

[0013] De forma ventajosa, el rebajo abierto entre la TSV y la capa de sustrato permite el alivio de tension de la TSV
y reduce la tensién transmitida a los dispositivos contiguos dentro del sustrato. Del mismo modo, al permitir una
trayectoria para que el material de relleno de TSV se expanda en una cavidad de rebajo, se puede reducir el bombeo
del material de relleno. Variar una composicion de la capa de aislamiento de revestimiento proporciona diferentes
ventajas. Rellenar el rebajo con un material compatible puede proporcionar ventajas similares con un esquema de
integracién mas sélido.

[0014] La FIGURA 1 muestra una vista en seccion transversal que ilustra un dispositivo de circuito integrado (IC)
100 que incluye los dispositivos activos 112-116 de acuerdo con un aspecto de la divulgacion. De forma representativa,
el dispositivo de IC 100 incluye un sustrato (por ejemplo, una oblea de silicio) 102 que incluye una region de aislamiento
de zanjas poco profundas (STI) 130. En esta configuracion, la regién STl 130 es un material semimetélico u otro
similar. Por encima de la region STI 130 hay una capa de dieléctrico entre capas (ILD) 120 que incluye una capa de
interconexién de la parte delantera de la linea (FEOL) 110. El ILD 120 puede incluir los dispositivos activos 112-116 y
los alambres conductores (por ejemplo, vias) 121-128. En esta configuracién, la capa de ILD 120 es un ILD de contacto
formado por un 6xido de silicio u otro material similar para evitar el cortocircuito entre los alambres conductores 121-
128. En una configuracion alternativa, la capa de ILD 120 es un dieléctrico de bajo K u otro material similar.

[0015] La FIGURA 2 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC 200 de la FIGURA 1,
que incluye una capa fotorresistente 234 para proporcionar una cavidad de TSV de tamano incrementado 236 (por
ejemplo, cincuenta micrémetros) para una o mas capas de aislamiento y una TSV (via a través de sustrato) de acuerdo
con un aspecto de la divulgacion. Como se muestra en la FIGURA 2, después de depositar la capa de parada de
pulido 132 sobre una superficie de la capa de ILD 120, |a litografia define una cavidad de TSV (via a través de sustrato)
236 que es ligeramente mas grande que una TSV final real (véase las FIGURAS 4 - 8). En esta configuracién, un
tamafo de la TSV es del orden de 0,25-0,5 micrémetros (um). La capa de parada de pulido 132 puede estar formada
por un carburo de silicio, nitruro de silicio u otro material protector similar.

[0016] La FIGURA 3 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC 300 de la FIGURA 2,
con una capa de aislamiento de revestimiento 340 de acuerdo con un aspecto de la divulgacion. En esta configuracién,
un proceso de grabado y/o litografico graba a través de la capa de ILD 120, la region STI 130 y la oblea de silicio 102.
Una vez que se completa el grabado, una deposicién de aislamiento de revestimiento forma la capa de aislamiento de
revestimiento 340 sobre la capa de parada de pulido 132 y las paredes laterales de la cavidad de TSV 236. La capa
de aislamiento de revestimiento 340 se puede formar con una capa de vidrio de silice no fluorado (USG), ortosilicato
de tetraetilo (TEOS), 6xido de silicio, nitruro de silicio u otro precursor similar para formar una pelicula de 6xido. La
capa de aislamiento de revestimiento 340 también se puede formar con una capa de material organico tal como un
aislante organico. La capa de aislamiento de revestimiento 340 puede tener un espesor de un cuarto de micrometro.

[0017] La FIGURA 4 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC 400 de la FIGURA 3,
que incluye unavia a través de sustrato (TSV) 450 rodeada por la capa de aislamiento de revestimiento 340 de acuerdo
con un aspecto de la divulgacién. Como se muestra en la FIGURA 4, se realiza un proceso de llenado y pulido de TSV
para llenar la cavidad de TSV con un material de relleno para formar la TSV 450, que esta rodeada por la capa de
aislamiento de revestimiento 340. En el ejemplo ilustrado, el material de relleno es cobre. La capa de aislamiento de
revestimiento 340 evita que el material de relleno dentro de la TSV 450 entre en contacto con la oblea de silicio 102.
El material de relleno puede incluir, pero no se limita a, cobre, wolframio u otro material de relleno similar que tenga
un desfase de coeficiente de expansion térmica (CTE) con respecto al material de sustrato, que en este ejemplo es
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silicio. Como se muestra en la FIGURA 4, la tension compresiva 452 puede afectar los dispositivos activos 112-116
dentro de la capa de ILD 120, y/o la oblea de silicio 102.

[0018] La FIGURA 5 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC 500 de la FIGURA 4,
que incluye un rebajo de aislamiento 542 formado dentro de la capa de aislamiento de revestimiento 440 de acuerdo
con un aspecto de la divulgacion. Como se muestra en la FIGURA 5, se realiza un grabado quimicamente selectivo
de la capa de aislamiento de revestimiento 440. De forma representativa, el grabado quimicamente selectivo retira la
capa de parada de pulido 132 que esta sobre la capa de aislamiento de revestimiento 440 y forma el rebajo de
aislamiento 542 a una profundidad de uno a dos micrémetros. En un aspecto de la divulgacion, la profundidad del
rebajo de aislamiento se basa en qué tan profundo se extienden los dispositivos (por ejemplo, los dispositivos activos
112-116) dentro de la oblea de silicio 102, que se puede determinar de acuerdo con la tecnologia del transistor. Como
se muestra en la FIGURA 5, el proceso de grabado quimicamente selectivo provoca la formacién del rebajo de
aislamiento 542 para proporcionar alivio de tension para el material de relleno de la TSV 450.

[0019] La FIGURA 6 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC 600 de la FIGURA 5,
que incluye un rebajo de aislamiento 542 y la capa de aislamiento de revestimiento 440 formada en una pared lateral
de la TSV 450 de acuerdo con un aspecto de la divulgacion. De forma representativa, se realiza una retirada de parada
de pulido para retirar la capa de parada de pulido 132 en preparacion para la formaciéon de un apilamiento de
interconexién en la parte final de la linea, como se muestra en la FIGURA 7.

[0020] La FIGURA 7 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC 700 que incluye la
FIGURA 6, tras una fabricacion de apilamiento en la parte final de la linea (BEOL) de acuerdo con un aspecto de la
divulgacion. De forma representativa, después de que se completa el procesamiento de TSV, las capas de
interconexién BEOL del apilamiento de interconexién BEOL 790 se fabrican en la oblea 102 para completar la
formacion del dispositivo IC 700. En esta configuracion, el rebajo de aislamiento 542 proporciona alivio de tensién para
el material de relleno de TSV para reducir y/o evitar que el material de relleno se bombee hacia arriba y fuera de la
TSV.

[0021] La FIGURA 8 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC 800 de la FIGURA 7,
que incluye una TSV 450 que tiene una capa de aislamiento de revestimiento 440 y un material de relleno compatible
860 dentro de un rebajo de aislamiento de pared lateral 542 de acuerdo con un aspecto de la divulgacién. En este
aspecto de la divulgacion, el material de relleno compatible 860 puede ser una poliimida u otro material similar. En
esta configuracion, el material de relleno compatible 860 absorbe la tension compresiva 554 de la TSV 450 y/o los
dispositivos circundantes.

[0022] La FIGURA 9 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo IC 900 de la FIGURA 1, con
una primera capa de aislamiento de revestimiento 940 y una segunda capa de aislamiento de revestimiento 970 de
acuerdo con la invencién. En una configuracién, la primera capa de aislamiento de revestimiento 940 y la segunda
capa de aislamiento de revestimiento 970 son quimicamente distintas. De forma representativa, la FIGURA 9 ilustra
una variacién de la deposicion de aislamiento de revestimiento en la que se forma un aislamiento de revestimiento de
multiples capas sobre la capa de parada de pulido 132 y las paredes laterales de la cavidad de TSV 936. En esta
configuracion, las capas de aislamiento de revestimiento multiple pueden incluir un éxido, un nitruro u otro material
dieléctrico similar.

[0023] La FIGURA 10 muestra una vista en seccién transversal que ilustra el dispositivo de IC 1000 de la FIGURA
9, con una via a través de sustrato (TSV) 950 rodeada por la primera capa de aislamiento de revestimiento 940 y la
segunda capa de aislamiento de revestimiento 970 de acuerdo con un aspecto de la divulgacién. Como se muestra
en la FIGURA 10, los procesos de llenado y pulido de TSV proporcionan la TSV 950 que incluye un aislamiento de
revestimiento multicapa (940, 970) en las paredes laterales de TSV. Como se muestra en la FIGURA 10, las flechas
1052 ilustran la tensién compresiva provocada por la TSV 950 rellena de cobre.

[0024] La FIGURA 11 muestra una vista en seccidn transversal que ilustra el dispositivo de IC 1100 de la FIGURA
10, que incluye un rebajo de aislamiento 1172 formado dentro de la segunda capa de aislamiento de revestimiento
970 de acuerdo con un aspecto de la divulgacién. De forma representativa, se realiza un grabado de rebajo de
aislamiento de revestimiento. En esta configuracién, el grabado de rebajo de aislamiento de revestimiento es un
grabado quimicamente selectivo que solo retira una parte de una de las dos capas de aislamiento de revestimiento
940/970. Como se muestra en la FIGURA 11, el rebajo de aislamiento 1172 puede proporcionar una barrera de
aislamiento adicional entre el material de relleno de TSV y el silicio de la oblea 102.

[0025] La FIGURA 12 muestra una vista en seccidn transversal que ilustra el dispositivo de IC 1200 de la FIGURA
11, tras una fabricacion de apilamiento en la parte final de la linea (BEOL) de acuerdo con un aspecto de la divulgacion.
De forma representativa, después de que se completa el procesamiento de TSV, las capas de interconexion BEOL de
un apilamiento de interconexion BEOL 1290 se fabrican en la oblea de silicio 102 para completar la formacién del
dispositivo de IC 1200. En esta configuracién, el rebajo de aislamiento 1172 proporciona alivio de tension para el
material de relleno de TSV para reducir y/o evitar que el material de relleno se bombee hacia arriba y fuera de la TSV
950.
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[0026] La FIGURA 13 muestra una vista en seccion transversal que ilustra el dispositivo de IC 1300 de la FIGURA
12, que incluye un material de relleno compatible 1360 dentro de un rebajo de aislamiento de un aislamiento de
revestimiento multicapa (940, 970) de acuerdo con un aspecto de la divulgacion. Como se muestra en la FIGURA 13,
la TSV 950 incluye una primera capa de aislamiento de revestimiento 940, una segunda capa de aislamiento de
revestimiento 970 y un material de relleno compatible 1360 dentro de un rebajo de aislamiento de pared lateral 1142
de acuerdo con un aspecto de la divulgacién. En este aspecto de la divulgacion, el material de relleno compatible
puede ser una poliimida u otro material similar. En esta configuracion, el material de relleno compatible 1360 absorbe
la tensiéon compresiva 1054 de la TSV 950 y/o los dispositivos circundantes.

[0027] La FIGURA 14 muestra una vista en seccién transversal que ilustra el dispositivo de IC 1400 de la FIGURA
9, que incluye una via a través de sustrato (TSV) 1450 rodeada de la primera, segunda y tercera capas de aislamiento
de revestimiento (1440, 1470, 1480) de acuerdo con la invencion. En una configuracion, la primera capa de aislamiento
de revestimiento 1440, la segunda capa de aislamiento de revestimiento 1470 y la tercera capa de aislamiento de
revestimiento 1480 son quimicamente distintas. De forma representativa, la FIGURA 14 ilustra una variacion de la
deposicion de aislamiento de revestimiento en la que se forma un aislamiento de revestimiento de multiples capas
sobre la capa de parada de pulido 132 y las paredes laterales de la cavidad de TSV 1450. Como se muestra en la
FIGURA 14, las flechas 1452 ilustran la tensién compresiva provocada por una TSV 1450 rellena de cobre. En esta
configuracion, las capas de aislamiento de revestimiento multiple pueden incluir un éxido, un nitruro u otro material
dieléctrico similar.

[0028] La FIGURA 15 muestra una vista en seccién transversal que ilustra el dispositivo de IC 1500 de la FIGURA
14, que incluye un rebajo de aislamiento 1582 formado dentro de la segunda capa de aislamiento de revestimiento
1470 de acuerdo con un aspecto de la divulgacion. De forma representativa, se realiza un grabado de rebajo de
aislamiento de revestimiento. En esta configuracién, el grabado de rebajo de aislamiento de revestimiento es un
grabado quimicamente selectivo que solo retira una parte de una de las tres capas de aislamiento de revestimiento
1440/1470/1480. Como se muestra en la FIGURA 15, el rebajo de aislamiento 1582 puede proporcionar una barrera
de aislamiento adicional entre el material de relleno de TSV y el material de la oblea 102.

[0029] La FIGURA 16 muestra una vista en seccién transversal que ilustra el dispositivo de IC 1600 de la FIGURA
15, tras una fabricacion de apilamiento en la parte final de la linea (BEOL) de acuerdo con un aspecto de la divulgacion.
De forma representativa, después de que se completa el procesamiento de TSV, las capas de interconexion BEOL de
un apilamiento de interconexién BEOL 1690 se fabrican en la oblea 102 para completar la formacion del dispositivo
de IC 1600. En esta configuracion, el rebajo de aislamiento 1582 proporciona alivio de tension para el material de
relleno de TSV para reducir y/o evitar que el material de relleno se bombee hacia arriba y fuera de la TSV 1450.

[0030] La FIGURA 17 muestra una vista en seccién transversal que ilustra el dispositivo de IC 1700 de la FIGURA
16, que incluye un material de relleno compatible 1760 dentro de un rebajo de aislamiento de un aislamiento de
revestimiento multicapa (1440, 1470, 1480) de acuerdo con un aspecto de la divulgacién. Como se muestra en la
FIGURA17, una TSV 1450 incluye una primera capa de aislamiento de revestimiento 1440, una segunda capa de
aislamiento de revestimiento 1470, una tercera capa de aislamiento de revestimiento 1480 y un material de relleno
compatible 1760 dentro de un rebajo de aislamiento de pared lateral 1582 (FIGURA16) de acuerdo con un aspecto de
la divulgacion. En este aspecto de la divulgacién, el material de relleno compatible 1760 puede ser una poliimida u
otro material similar. En esta configuracion, el material de relleno compatible 1760 absorbe la tensién compresiva 1454
de la TSV 1450 y/o los dispositivos circundantes.

[0031] La FIGURA 18 es un diagrama de bloques que ilustra un procedimiento 1800 para formar una via a través
de sustrato (TSV) que incluye una o mas capas de aislamiento de revestimiento y un rebajo de aislamiento en una
pared lateral de la TSV, de acuerdo con un aspecto de la divulgacién. En el bloque 1810, una cavidad de TSV 236/936
se define a través de un sustrato, por ejemplo, como se muestra en las FIGURAS 2, 3 y 9. Aunque la presente
descripcion ha sido principalmente con respecto a un sustrato de silicio, también se contemplan otros materiales de
sustrato. En el bloque 1812, se deposita una capa de aislamiento de revestimiento en la cavidad de TSV y en una
capa de parada de pulido, por ejemplo, como se muestra en las FIGURAS 3, 9y 14. En el bloque 1814, la via a través
de sustrato 450/1050/1450 se llena con un material conductor, por ejemplo, como se muestra en las FIGURAS 4, 10
y 14. Aunque la presente descripcién ha sido principalmente con respecto a un relleno de cobre, también se
contemplan otros materiales de relleno. En el bloque 1816, la capa de aislamiento de revestimiento se graba para
crear una parte rebajada. Por ejemplo, como se muestra en las FIGURAS 5, 11 y 15, el grabado de la capa de
aislamiento de revestimiento deja un rebajo de aislamiento de revestimiento 542/1172/1582 en una pared lateral de la
TSV 450/950/1450.

[0032] La FIGURA 19 es un diagrama de bloques que muestra un sistema de comunicacién inalambrica 1900
ejemplar en el que se puede emplear de forma ventajosa una configuracién de la divulgacion. Para propositos
ilustrativos, la FIGURA 19 muestra tres unidades remotas 1920, 1930 y 1950 y dos estaciones base 1940. Se
reconocera que los sistemas de comunicacion inalambrica pueden tener muchas mas unidades remotas y estaciones
base. Las unidades remotas 1920, 1930 y 1950 incluyen los dispositivos de IC 1925A, 1925C y 1925B, que incluyen
la via a través de sustrato (TSV) divulgada rodeada por una capa de aislamiento de revestimiento. Se reconocera que
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cualquier dispositivo que contenga un IC también puede incluir una TSV rodeada por la capa de aislamiento de
revestimiento descrita aqui, incluyendo las estaciones base, dispositivos de conmutacién y equipos de red. La FIGURA
19 muestra las sefiales de enlace directo 1980 desde la estacion base 1940 y las unidades remotas 1920, 1930 y
1950, y las senales de enlace inverso 1990 desde las unidades remotas 1920, 1930 y 1950 a las estaciones base
1940.

[0033] En la FIGURA 19, la unidad remota 1920 se muestra como un teléfono movil, la unidad remota 1930 se
muestra como un ordenador portatil y la unidad remota 1950 se muestra como una unidad remota de ubicacion fija en
un sistema de bucle local inalambrico. Por ejemplo, las unidades remotas pueden ser teléfonos moviles, unidades de
sistemas de comunicacién personal (PCS) de mano, unidades de datos portatiles tales como asistentes de datos
personales, dispositivos habilitados para GPS, dispositivos de navegacion, descodificadores, reproductores de
musica, reproductores de video, unidades de entretenimiento, unidades de datos de ubicacion fija tales como equipos
de lectura de medidores o cualquier otro dispositivo que almacene o recupere datos o instrucciones de un ordenador,
o cualquier combinacién de los mismos. Aunque la FIGURA 19 ilustra unidades remotas de acuerdo a las ensefianzas
de la divulgacion, la divulgacion no esta limitada a estas unidades ilustradas ejemplares. Los aspectos de la presente
divulgacion se pueden emplear adecuadamente en cualquier dispositivo que incluya una TSV rodeada por una capa
de aislamiento de revestimiento.

[0034] Para una implementacién en firmware y/o software, las metodologias se pueden implementar con médulos
(por ejemplo, procedimientos, funciones y asi sucesivamente) que realizan las funciones descritas en el presente
documento. Cualquier medio legible por maquina que incorpore instrucciones de forma tangible se puede usar para
implementar las metodologias descritas en el presente documento. Por ejemplo, se pueden almacenar codigos de
software en una memoria y ejecutarse por una unidad procesadora. La memoria se puede implementar dentro de la
unidad procesadora o ser externa a la unidad procesadora. Como se usa en el presente documento, el término
"memoria" se refiere a cualquier tipo de memoria a largo plazo, a corto plazo, volatil, no volatil u otra memoria, y no se
debe limitar a ningun tipo de memoria 0 nimero de memorias particulares, ni al tipo de medio en el que se almacene
la memoria.

[0035] Aunque la presente divulgacion y sus ventajas se han descrito en detalle, se debe entender que se pueden
realizar diversos cambios, sustituciones y alteraciones en el presente documento sin apartarse de la tecnologia de la
divulgacion como se define en las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, los términos relacionales, tales como "por
encima" y "por debajo" se usan con respecto a un sustrato o dispositivo electrénico. Por supuesto, si el sustrato o
dispositivo electronico esté invertido, por encima se convierte en por debajo y viceversa. Adicionalmente, si se orienta
lateralmente, por encima y por debajo se pueden referir a los lados de un sustrato o dispositivo electronico. Ademas,
el alcance de la presente solicitud no pretende limitarse a los modos de realizacion particulares del proceso, maquina,
fabricacién, composicién de la materia, medios, procedimientos y etapas descritos en la memoria descriptiva. Como
un experto en la técnica apreciara facilmente a partir de la divulgacién, se pueden utilizar los procesos, maquinas,
fabricacién, composiciones de materia, medios, procedimientos o etapas, actualmente existentes o que se van a
desarrollar en un futuro, que realizan sustancialmente la misma funcién o logran sustancialmente el mismo resultado
que los modos de realizacién correspondientes descritos en el presente documento de acuerdo con la presente
divulgacién. En consecuencia, las reivindicaciones adjuntas pretenden incluir dentro de su alcance dichos procesos,
maquinas, fabricacion, composiciones de materia, medios, procedimientos o etapas.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1.

10.

ES 2817788 T3

REIVINDICACIONES
Una pastilla semiconductora que comprende:
un sustrato (102) que tiene una cara activa;
capas conductoras acopladas a la cara activa;
una via a través de sustrato (950, 1450) en una cavidad de via que se extiende a través del sustrato y que tiene
un diametro sustancialmente constante a través de una longitud de la via a través de sustrato, comprendiendo

la via a través de sustrato un material de relleno conductor;

una primera capa de aislamiento (940, 1440) que rodea la via a través de sustrato y se proporciona en una
pared lateral de la cavidad de via; y

una segunda capa de aislamiento (970, 1470) que rodea la via a través de sustrato, la segunda capa de
aislamiento formada entre la primera capa de aislamiento y el relleno conductor y que comprende dos partes,
una parte rebajada (1172, 1582) y una parte dieléctrica, en la que la parte dieléctrica de la segunda capa de
aislamiento se proporciona en la primera capa de aislamiento, y la parte rebajada define un espacio cerca de
la cara activa del sustrato y entre la primera capa de aislamiento y el material de relleno conductor, pudiendo
el material en el espacio aliviar la tension del material de relleno conductor.

La pastilla semiconductora de la reivindicacién 1, en la que el espacio es un espacio vacio.

La pastilla semiconductora de la reivindicacion 1, en la que el espacio comprende un material de relleno compatible
(1360, 1760).

La pastilla semiconductora de la reivindicacion 1, en la que la segunda capa de aislamiento esta compuesta de un
material seleccionado de un grupo que consiste en vidrio de silice no fluorado (USG), ortosilicato de tetraetilo
(TEOS), 6xido de silicio, nitruro de silicio y un aislante organico.
La pastilla semiconductora de la reivindicacién 1, que comprende ademas:

una region de aislamiento de zanjas poco profundas (STI) formada dentro del sustrato semiconductor; y

una capa dieléctrica entre capas (ILD) formada en una superficie del sustrato semiconductor y la regién (STI).
La pastilla semiconductora de la reivindicacién 1, incorporada en al menos uno de un reproductor de musica, un
reproductor de video, una unidad de entretenimiento, un dispositivo de navegacion, un dispositivo de
comunicaciones, un asistente digital personal (PDA), una unidad de datos de ubicacion fija y un ordenador.
Un procedimiento de fabricacion de una via a través de sustrato, que comprende:

definir una cavidad de via a través de sustrato en un sustrato que tiene una cara activa;

depositar una primera capa de aislamiento en las paredes laterales de la cavidad de via;

depositar una segunda capa de aislamiento en la primera capa de aislamiento en la cavidad;

llenar la cavidad con un material conductor; y

retirar una parte de la segunda capa de aislamiento para crear una parte rebajada separada y vacia cerca de
la cara activa, definida la parte rebajada entre la primera capa de aislamiento y el material conductor.

El procedimiento de fabricacion de la via a través de sustrato de la reivindicacién 7, que comprende ademas llenar
la parte rebajada con un material de relleno compatible.

El procedimiento de fabricacion de la via a través de sustrato de la reivindicacion 8, en el que la segunda capa de
aislamiento se forma a partir de un material seleccionado de un grupo que consiste en vidrio de silice no fluorado
(USG), ortosilicato de tetraetilo (TEOS), 6xido de silicio, nitruro de silicio y un aislante organico.

El procedimiento de fabricacion de la via a través de sustrato de la reivindicacion 7, que comprende ademas:

realizar un fresado quimico selectivo para retirar la parte de la segunda capa de aislamiento para crear la parte
rebajada.
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11. El procedimiento de fabricacion de la via a través de sustrato de la reivindicacion 7, que comprende ademas:

incorporar la via a través de sustrato que incluye la segunda capa de aislamiento que tiene la parte rebajada
dentro de una pastilla semiconductora; e

integrar la pastilla semiconductora en al menos uno de un reproductor de musica, un reproductor de video, una
unidad de entretenimiento, un dispositivo de navegacion, un dispositivo de comunicaciones, un asistente digital
personal (PDA), una unidad de datos de ubicacién fija y un ordenador.



ES 2817788 T3

l

.

A
AT

10

41,

¢



ES 2817788 T3

200

Cavidad de TSV
236

A A
ey

NN,
ey e e

11



ES 2817788 T3

30

i

/) Cavidad de TSV 236




ES 2817788 T3

400

Aislamiento de
revestimiento
340

FIG.4

13



ES 2817788 T3

500

Rebajo de
aislamiento
542

e
R R R M R R A R R R R R AR R AR AR RS
b R R R Rt b R G L Rt
B R R R At R R R R A R R R Y
R
AR s st s e R s SRR R KRS R R R

EERRREE T ORI b o R R ]
B A
e b A MR S G  R RR

A AT R A LKA LRk KRR IR R
Lt R R TS o bt L
e
e

R R R KA MR R KRR KRR R MR R R X

EHAEEEEEEEEE A EEEEREEERS EAREEERERERD A EEEEE Eh b LI EEEL RS LS
R P R R R
Aol

Aislamiento de
revestimiento
440

14



ES 2817788 T3

600

Rebajo de
aislamiento
542

RN
s

G .
(0
AR e
W XX
OO .

0 s (s Al
Y
AR AR
AN
OO O
YRR (X
A W

WA A Wt +

R
SRSl
Y
KA AR KRR KR
B e A,
NI
e R

e

0 0

ANSUUA, e
B
WX X

Vit
"

=

3

et

35

5

323

55

et
et

=

;

v
s

32

AR

A
“\\\\\
A\

£

e

e

53

3

5552
2

5

222
=

£EiEt

32

2

)
ALK
AXAXK
(R

AL
i
hﬂ:ub’

é‘.’i“::f
R
(R

W
¥ ::I:‘:’:‘:%}: e
'c.:w&b’{‘.:. %

R
RN 3
AR

OO I“”'i“‘ﬂ
o

LGOI
R RN
KRR EX KR

SRR,
RS

Aislamiento de

revesiirgiento FIG. 6

15



ES 2817788 T3

100

TEEREEER R EERREER R B S e o e T S e o e
bR AN | B A A AR AR AR A S
i B A AR AR AR
RAN AR AR RN PR ARG CX N Rt e bt en b ign e by fhe by P irerbd ferbyidrey e
b b RS A AR LR R R L Lt
R b At tdnaidanttidatttiog

s A L
AR A

R
P AN

i
(A

AR A AR ARAI 1
R R B R R R LR R L Rt R
SRR bbb A A U AR R R R Rt
i ? R

9y

B
el b
SREREERER R EEERAEREE
A ; f
PRSI poLBLA O] R
G TR
R/ e
Sy 5 ‘:,’:t'
i AR
@‘ o*::u i
i e
0‘@ iy
el
i
4

frrp e, el
bR AR AL
A
i

i
i bt dah A
AAALS RAAAL
W/
i o A
Wit S
W 7 A
il
i,
k(R

"“b'l'""""‘l'vi""‘0‘llvi'l"‘.'ffi'é“.vﬂ;"ﬂ'&'"""‘

R SRR
AL AR

i
i

e
B R
A A e A AR
s
B T
AR
e R

R A
A 0.
S e s
R bbb
A D A A A RAA A
AR
A S
e e
B
A T A
A el
T
B e R S B A
R A G i S
R dani b A 618 it aenn e
bbb
R e
A S
B A A A At
R R g
e AR e e
o B ok i
b e AR
e
R
S
idniiidanttionty e e iidanttidaniticanildeniide
e T e A
e R R S
?3’3*1*1'1*1'3'3*""1*1"'3'1'3*3'3*3'3'1'3‘3*3'3'1*1'1'3'34’1*1*2*3*3’3’1‘3‘1’1’3’3’1‘3‘?r‘?"'ﬁﬁ""ﬁ*{ﬁu’l’
BN AR LA AR
t
iy jHsby R
0
4

//

Ay
.
(%) LAX TR )
R st G R ] e
(OR e Y e A M ACE i
i R RV e R RS i
T VR SRS """‘:HH
Rt AR PR BRI
R ,qf-;*c'&‘o‘o{?“‘*’*

4
AR i i
RS AR A

—

ol *“ Sl e f 4l g 85 LR (A
ol et b et e AT e
5 “**&M‘b}' i *'0:0}:o}&{::o:::::é#:’ﬂ‘;‘:‘;ﬁ'&ﬁ'ﬁﬁ'ﬁ#‘é. “gﬂ{i}}:
(
R A
i RO
R

i ‘t;";,‘é‘;;:::"o‘o‘t'tt'a"oﬁ'w'w‘ sy &::‘o:::r:&'&‘o‘r‘t' b @’ﬂ i
ha e AR AR ALY
s A
AR R AR R R R

e
B A AR
'3'4'1‘3‘!}“3’0}'.‘&“d}}}l}ﬁi{d{ﬁ%}l}ﬁf*’#ﬂml}%{i}}t’
R

¢
i (i o} i
i o
S A A A
R i
S
AL
e
i
A
HH*‘*._‘\!‘

o

AR

RN, A

N A,
ot ol X AR h A

N NN

AAARAIRY X A ) O e (R,

A S X R
e R ”!‘#HM‘%Q

LG )
AL it

By e
AR KK KL SRR PRI
i **:w-ﬁ" Y ":.*.*.*.wg.:b'f'f‘;.*".'.*.*.w.'.*.ﬁ’

QAR 1 R
R R K
o‘##d’&'t‘#d‘d%“‘t'ﬁ‘i'¢“M‘d%‘oWd‘-"*%‘0‘0‘0‘1%%‘0‘0%‘0‘##‘.*-r‘q‘d%‘o%‘d‘c%‘

b e R e

LR XK

LR KA XL AKX FA AR RAAAK AL
AR S AR T AR bR,
:‘:‘:-*3‘:‘:‘:‘:‘3'3‘:‘:‘:‘:‘3‘3’:‘:‘:‘:‘3‘3‘:‘:‘&‘:"‘%’Wﬂ':‘:‘:‘:‘3‘3‘:’3‘:*:‘3‘3’:‘:‘:*:‘3‘:‘:‘
AR ey A "&"“OHHNNHNHHO‘.N
0'0'0#"*“0'0""’ P '0"""1"0&?"'.'0'0"'."#_.’d LR KR AU NN
R S AR LR Kt
/ N A A
RO KK XKL KRR LR HO':"

RARAARR KA LAY L
A

Aislamiento de
revestimiento
w FI '

16

e e R :

st i i

i HHARRA A [ e A

R 7 A A £ £ T

R

i S S

ot s o A

i S

it/ 7 F

8 o i f

b i

i it el Ll
e e A
A AR A A AL B
b
B AR L R P R

A AR

KX
1'1' it
4




ES 2817788 T3

800

e e #;0; e };0;0;Q{Q;Q;Q;Q;Q;t;#}}a{;0;#;0;0;4;0;0;
AR

» AAADAAANAAAAARA AR A AAAAR AR
"' i ,‘,‘4,‘,’3:‘,‘,‘.‘4'%,‘. ‘*’* ‘, ”’""*’""%””&"”%‘ h':’:‘:{*:-‘o’:’:‘:l&*&:ltitﬁk’} }#”’*’*””’%‘* EEERCEORR e AR ‘ ’ ’ ‘ ’ ' ‘ ’ ‘ ‘Q’
i

“ OO KON K LKA X IO ERK
N I
el Rl
Rl OO0 0O GO BB 00 0‘” e P&"i’f"""0*0""0#"““0““’0& (0

0

o N
I

ptitictititi NN ittt R A
R R BB
R s R R R GRAA
e f:g.gﬁz’:,:,?,w,w5«0,:,«,&,4;*«,&,‘;,@;,@u,n m:’:’:#‘4,3@%’,‘i,,o,mmw»mmuuunn,‘,t,@,t,om

(i
i 008 KRR AAKAN e
i S B S B
’¢%‘ﬁ’&%’&‘t’t‘;’#&‘#&‘f’0’0’4‘M’0%%’0%’4’0%’;’4‘0‘;’6:«:-f531”o‘o’o’&‘t‘&’#&‘#M’M’&":‘:'eitw OB
B X R
A A A K A KK XA AR K XK
T OO O NN N O s e RO
00 XXX RS XX R 30 DO CRRXXXO00 XK
AR AR AR R R AR EREREAIN) {
S R A A R XK A
AR e A
B o "'?o'uf'm’ézﬁnmmmt oo
NN LS NN
M‘2;:0:0'o'ﬂ;’M'&’ﬂ&'ﬂe’&‘t‘ﬁﬁ"‘}’ﬂ-“'*’ " haty *“ () " **“‘|*4'0'&}’|'(»*4'¢'{ﬂM'0:":02t}:e:a'ijijofﬁe'ﬁhjée:emﬂﬁ’ " "‘ “"**”".”’:
BN B0 e L AR
KXY IS
o ' S8 00 « ) A S8
o Rl

(RN :
O ¥
00 X0 QX000
LAY LXK
SRS
W e B T AN
"“":‘:“‘:‘:‘:‘"““"“H'.““‘“.““ “’::’:"’ 1"“‘“‘“’ X 0 (ot B K LKL B
p*#‘:;:;sggg;;;:;:‘:pézgzggz““Ng AR EARRAER *0 A RARS X3 ﬁ::“:: R0 :wznﬂﬁﬂﬂﬂiﬂ
AR A O R R
: OO IO RS0
O RN 1 NG R e
R 453:&ﬁf:13*3*33*2‘13‘3"::*‘*‘&*ﬁﬁwwi*iﬁ*«ﬂ*ﬁ:ﬁi‘ﬁt’i}ﬁ:‘i‘ffﬁiﬁﬁi%‘t‘ﬁ2353333w@&*&ﬁ*mn‘33+3¢33+3¢335’3’7ff’*ﬁ3¢3¢
QRO AN He O ORI

AR e e

N ooy Al et LI

X R UKGOUO CALICG R e

P e B R e A e

O B A R
o

R e ”
B
EEESREER RS EE PR A E b
ki ‘s‘n‘t‘nWn!n‘&W-“o‘i!aWn"w‘A"a?a‘n‘»‘«&’u‘a‘-‘-‘&"&‘.!s‘i'" Y A A A A S A LA AR A LA A R A .&?‘?"‘?‘?&9‘?‘?‘?
\ 3 \ LEEEEEEEEE R SRR R SRR R R S S g
\ Y{'Mo‘!‘i‘i’*ﬁwfl%’M{'{‘*’Q‘MO‘MG‘MO‘MQ'MO‘#&“‘0.ﬁ‘i‘b“’#Q‘WO‘M}'&*{'O‘M&“
0"*‘.""".‘.‘"‘.""0’..“.‘0‘&“’."‘Q"““’""‘"U".‘.““U"“"’""‘Q‘f‘”‘"‘.‘U"’“’."‘ﬁ""""‘*“.‘?‘"‘b‘*“"&
K XL XKML K KK
e
S e
o bR L
C R 1

4

i,

o

A

R R

b idrebeiderebiierbeberbetiory bideebsbinkettherbeiee bty iy,
o‘&'ﬁgﬁﬁluﬁ“a‘ﬂtmmm+ W "*';&:3::&::}&‘"*“}*ﬁ':?’:"*"Wm
S ) i

i
i ol
LR PR SR
RAARAR AR ALA A SRR KRR K
rbedd ‘ﬁi&’,‘ﬁ.&(ﬁlﬁ. I'i',i Sk ﬁ‘ﬁbﬁi’i WA H"i A "O H',!'#"‘I H,i" 0'0"0"
A b
i
X

AR
;
R

AN B
AR

&

G A

i

A e
SRR

R

i

R

i

X

it

L A

i B
k)

i

o i
AR AT Ak A Akt O
R
bk AR MR nﬂ"nﬂ#ﬂ-‘“‘ﬂ‘rﬂi“
L L b
A AN A
AR AR
i i
A
LA OCOCOCK
.

AN \\ .
: o Y % AN
A W
't’o’(-‘t‘t'd'o**'t‘é‘o’o'&'o‘(-‘b‘t'o'o'(-'|‘+‘oWo't‘t't’t*o’t'(i{:{o?ﬁ‘t"dgmmmmowom VAR
W
o A A
SRR RS
2 SRR, 2
R i i
7
i
KoLK Z Y
e
AR AR KN XA
e

AR
A
RN
v
e
D D R P b ;
O
f ) L RIS M SR KL R KR Rk &5
i o -"‘-f g A A A A AR A g
SR e o 4
A AN A 0 R
AR Y

Nt

e )

)
b

A,
R e
W&H“ ARG o ¢ W L K S
SRR R R
*l‘l"“*‘*&‘ﬁ'&*ﬁ'ﬁﬁ'f AR, S f

Y i
W&‘ i

s

R
i ’umm}
St K AL
3 {o’v‘r‘g‘.%v-*v‘(v'r‘#v*v‘r'

A
B R
AR,
A
i S

G R
e
enrereaves 40 Blie At e
WS h e
I'i*ﬁ*!'i‘!3*?’-*3‘3‘33*5?3‘3’3‘3¢ Y
N

?'! b

.u..titi.:i'i:i*ﬁ:"*i'i:. k) e G
RSN e -
SRR SR RO
AR N e AN
ARIAIAARIAL X e A R
AR A e
A \ e RO
RO
A *"éiWM't'rﬁ:@:@’t‘o"v‘t’v’o‘o‘t‘+‘t'"’\’o‘r’r‘o’d’&’t
R Gy S A
e e T g
AR XL Y AR
AL YRR R
L

AR R
b, A
AR AR o, A AR A
B A P\ A i P

ORI, A A R R
'o'v-‘o‘(v‘rW'v'(v‘on’v‘o‘r‘1'1'v*+"‘+‘1'1'v’o‘o“+’1’l'o‘;‘1?1Wr‘(»‘1'1'v*v‘o‘r‘1’1’v*¢‘r‘+‘1"i’v‘o‘r‘+‘ﬂ
KA
SR AR i i

o A AR K

R
R AR

P "Wt‘r‘1Wr'|‘1'1W|‘|‘1'1Wr‘+‘1'1'v'r‘|‘+‘1"'v‘|‘r‘+‘1Wo‘(»‘1'1'v*v‘f‘r‘1'1’v*+‘r‘+‘1'i’v‘r'r‘+‘ i

Aislamiento de
revestimiento

440 FIG. 8

17



ES 2817788 T3

900

revestimiento

BAD FIG. 9

18



ES 2817788 T3

1000

Aislamiento de
revestimiento
970

Aislamiento de

revestimiento

940 FIG, 10

19

{20



ES 2817788 T3

B A A A
b S AN
SRt L e
VERbbb bbbt b b s bbbl
0,
G R P

Aeaadiind ittt ittt Mkt nadd i e
A AR R AR A AN
R R
AARAAAARAREARARI R KRR LR AR RAR KRR RN RAAR AR AR I AR
b A R R SR R R SRR RS
e e e b b A b A e sttt A b
A
A A

R e R

i
G
ﬁ“""“.‘ﬁ‘“"““"ﬁ““ e b e et e bt ser e ebbeieebriy ‘:‘:.:.:‘:
R,
A
e e e e e
T
AR 1 SRR
A SRR
A

Y

A

R

Q‘:‘:’:'*‘HHHHHHH i N
LR AR
i

A\

LA
i fay

R aET
R
i
P
Rt b
R R

A ti“'t“‘.‘t‘i“.t “ 4‘1 st
i
LR K

A A 0
At e sl e R
AR R
e g SR
R A R 0 SRR, et
A R ER R X R
¢ i s Y !“.’ ‘_mv
S by
AR DR LOO O
AR KK A T, X R
i A i e
L e A A
-}Hu‘.ﬁ.‘b’&‘o‘t‘#ﬂ it SO
R
e R R
A ARG R A
AR AT AR
R 5 O SR e AR

i

¥
AR LKA K AR LR LKA X ALK
o'o-'o-'d'd"‘*o'o-*d-'d'd%"ﬁ%d{i""'ofifd"&""o‘ AL AR AL

e L S
R A
H"‘“’“""“:";‘ .’:‘:‘:‘:‘:,:’:‘:‘:‘:’:.:’:‘:.:‘:.:.:‘:‘:a‘:';{f*l'..‘.IH‘.‘
;
A ) R 33.::33&, & Y
AL AE o
"" \- :0:0'&%‘ﬁ‘v’?ﬂﬂr‘vﬁ&mﬁ‘ ko ‘%Wt’i’
R
"Q‘i‘m’t‘:‘o"‘““"‘o‘a’M‘o‘J‘a‘a"}‘.‘*
f
DA 1

AL
AR 4
A AR
S ‘\‘ Rt
A
OO RO l{%}t}rﬁﬁi{ﬁ:}r}r !

g

S

G

it “I‘:‘:ﬂ*\ R A R R

AT
AL A R

A RN SRR AR
QoG o T R
i e
e R
e T I

R

A A A A A AR A

AL ht

R i

A
AR i
A AR SO O

Aislamiento de
revestimiento Aislamiento de
940 revestimiento
970

20

il



ES 2817788 T3

1200

Aislamiento de
revestimiento Aislamiento de
940 revestimiento

FIG. 12 7

21



ES 2817788 T3

1300

Ty

A ST T T ST
LA R ]
S
L e e
A
LA R ]

SAEEREAT R dr b
B K
b AR RA AR RN
o

Bl ,
B

B

R
AR
A
LAY

e
’fio%%'o'ffo’aﬂ'éf;‘oﬁ"ﬁ'ﬁ }

SRR S
G R VR
LAY B L A
L e L4 § Ly
" e i

R LY

i ARy

EEHER R

i e

i A

i B

i

i

e e
e KK
3 b:}:':'a{'3’:’:r:&é't%:’:ﬁ':'&&:’:ﬁ':‘z
R G LS

e R
e
S Mo Tk KA e
LA AR O AL AR b

el
B/
S f
i W

EEEEREEEREREE BEEREREEE
I
[
Pt A A A A

N £ /e /7 Tl 7 e
AR A Rk AR
Wl
i S S S
i i A i
i i W 77
it i A5k A
i j{q{i I}t}v i
& s L

RAEEEREEE R REEERER R ERE RS

H b b it A R R

AN

‘ Edaattidarttiantieiaatiiaattiantiimettiatteimtii i,
h

ot L
;'a':’&&:’m‘:‘:ﬁ
FAARARARIARE
[t

S LA A
R
AR
ARREREATERRER RS

i
[t
':“:':":‘2‘:%:’:":‘2
[l

AR
i S
AEEhPRerriaret st e b irrEr e ase
SRR
P S e

il
4‘4‘”404‘"“40‘# R o

T
SR RN

By e

K R

/ A
i

e

gttt i g

'\“‘.“‘"‘"“‘.‘“"‘"‘.‘.““"‘“.‘.‘&“"‘“.'i‘""‘"‘.“‘""‘“‘.‘. bien bbb innt
X Kk

B

"N"NH'H‘ kA

LR
R

0L R AR SR AAL AL b bl
AR A A A N
B
LA RARK AR KX KL KA A LA ARARS
e et e e b e At R A hE e
R e A At K Tt Rk
R o e e et L B b
Vb
A S s S LN i'b S P
i W |
LA R R 4
VARG b e R
AR KR K LA AR ALK
e iy A AR R R
AR S e A AR RO
A JIALTREE L) Sl
; e
e ke

Ve
LS
A %&%"&‘t‘ﬁ"ﬂ‘o‘t‘ﬁ‘&m ;&;f;.w.-.mg,a:.'
v 4 e ()
ANB
L

e

ol 0*‘ ‘-‘s‘:‘:‘;

e i e
e

% b, R *‘.m
B bR R R ANAMARAR A\ T
it SRR 6 B oL ey R
LRI mmumm-.‘. At

i AR R b AR, SRR
B A AR S
A O AR ARAAIARSAAAMAAMAARAA AN
R A
O S P A
e R
A AR AR

ha 5

R K e A
e KR
R e

FEarerers
S e
AN
(AT L
RS * “ AN X
He
Y

":"’;}“"ﬂ“"ﬂﬂﬂﬂ

gt
L
S no+1ono"”¢*1¢'¢‘:‘:‘:
B e
AR TR R R
LR vm.o,m:’ { M
(AR O\ R AR
R ALROHENE, A R
N AN Y,

e R A e, e

'3'Iﬁ*31*3'3'I':*:*1*3'33’3’t*i*i'33’!'!*""&’Q‘O‘tﬁ*f*’&'!'I*ﬁ*?*f*i'i*ﬁ*ﬁ%i‘i*ﬁ*ﬁ'ﬁ*i

B T e

i M

Y R R

AR AR SRR

Aislamiento de

revestimiento Aislamiento de
940 revestimiento

970

22

ey
e
B DR AN




ES 2817788 T3

1400

Aislamiento de
revestimiento
1480

Aislamiento de
revestimiento
1470

Wt't‘e'0WM'¢WM'0'&'0'MWO't‘e?e'&'t‘t‘e'e‘&"&'mﬁ'&'
i il
i

N\ A Y
\; (R
A
\&'&'&"”"&We’a’kﬂm’o’

i
e
W&'ﬂoﬁﬁ'& o‘e’aw
P s
!
i »"**’+’*3'3'I+1+2+I*3':wa:ﬁ*:w:{*tﬁr&?:':g K

m’? m Pttt H'\'m
Mo G

0
ik R RS L
+¢mmnmwmmm:a +
H'Hf AR ;Q 5
- .H L0
'¢ 'HHJ¢*+u'¢*+'f+¢|'$'n+o'+*+'ttumn'h'u*:lﬂﬁ'

ﬂﬂﬂH’iHiHiH‘Q‘HH i o e R
” "“ ‘H”HN"H
w:~:~:':':@:»:+:':':+:+:»:+:':a:+:':»:+:':+:ee':+:':+:*:':m'+~'m"~*+\

i
e P
e e

A mmmom:&w i
S
‘* MﬂMWb'bﬁﬁ'&‘iﬁﬁﬁ'ﬁ#‘o’%ﬁ'a’ﬂr "*’“
’&. SRt ¢

+,¢ ’M
‘ #

1'" e ﬁ (i
) 0"?{’ .gm *",‘W
¢ -umm i f
W 11".'
hh s
i mm i
R *m*ﬂ ot

\F; ‘f kR

Vi ’#“ Ww b :u s
R

’m,\ W .*av{,,*&%:ggt\

e
A, PR
'?%*Mm;**'.

mom'n‘h V"‘m
o ﬂﬂﬂﬂﬂl" St
AL mmnf%:,:,y

*u
“" e
HHH
R A
S 'A'w,q:ﬁv}:oﬁ -\'JWL
} ’I’%’l}‘{*h e AR {u
o ‘vmuﬁuumm R ’v" il

pil iHHH

B RN

‘:l-:t‘i:i i t' -iWn
AR

A ﬂ‘nﬂmmmm
ﬂb'&'0wM'0WM'i'g|3o;&W|‘|‘+‘0’+‘¢3|‘|‘0‘0’¢}‘|*+‘0’0’¢
1w MHMH,,W M,qmm,ﬁ,w,m W mm: 3\

A A
N
1’1’*‘#&*&1’#“é’ﬂ‘r‘b‘q‘M‘M{Wﬁ‘q’ ‘M{Wfﬁ
e Y \-3‘; e
ﬁ'a&jﬂr‘#sf*\m,w,ﬂw,rﬂ*" + “
S

mnﬂ nwv Ay v-m
,t,m,ﬁg,tm*’*"#\d,iﬂ,r o "‘W’E‘ ** ,m,:,:

e i

i “'v-"““ RS
0’!’*:!:&:%0,%!:“ *3. "" 0’*“4‘&‘4‘00’*‘“&3&'&‘“&
'"MHHMHF;HH‘“ 3:333*:3::3:3::
%

s mtmwmmg”m-n-uwmwﬂ,

i

HA BN
"o,o}{t}‘o‘umom Al uma‘o‘o‘&'&":o‘o
N e
:i'*3|=wW|=b}}Wo'&'0WM'0'&‘|*+‘0’|’¢‘|‘|‘+‘0’+‘¢‘|‘|
e
'»'MWM'1'ﬁ#M'|'+'|‘MWO‘|’+’1’+’*‘|‘|’1’1{+}+}|‘+’1’1’

//’

Aislamiento de

revestimiento

1440 FIG. 1

23

%




ES 2817788 T3

1500

; R S P
LELEd \ 334'.'.3.:.m:::4'::.':4.4?.m?ffﬁ!’:&‘fﬁﬁfffﬁ \
AP

'ﬂb'bﬁi:tWM‘t’#ﬁ:’:’*‘t‘ﬁo’?'t'fﬁ't*ﬁ't'ﬁ'ﬁ“ﬁ}::'i'“

4 4-
HNNHNHH”H -NNHNNH”HH
e R

O ‘t‘

n-+ 'o'o‘i-uuon

gl
+ ‘ . o
HNONHNOH4NHH'O"O'H'HHHN#NHHHH
A
+ . +‘ ‘ .*‘ ‘ ‘

M‘M%‘“M:M‘0*#*1’0%‘0‘#1-’1'&‘0}0:1-‘1'&‘o‘o‘q’#ﬁﬁ*{m

KL AL KRR

‘ n
'34:::‘1::'::433:;‘0:::¢nu¢
PARKNAA RS *“4”"
SRR e

nmuuu:maﬁ*o
M:mt‘wnumm
i

"‘# nnm;:m:
e
i NW A wmw,

‘
it

mm I
e i e
WMWM"WM’i’t‘o‘h‘#&“"‘o‘ﬁ'&‘o‘r’iﬁWﬁ*ﬂ‘iﬂ*
i

le‘ dh

e
* “N'NNNHO‘H“NH“" “
ﬂNﬂHHHHHHﬂﬂO IN
] NHHHNN
&0# i ! .¢¢¢

b ++m«-'+*+ M‘e‘ﬂ
Fe Mv ’o'

+ * b +m
AN AL RN AN
{'Wv‘ "b‘;+:0't:o*t‘M'o'o‘o‘MW|3|‘+‘0’¢‘¢3|‘|‘¢'}’¢‘¢‘$‘0:0:¢\

uv&w "’

'.HH
0

i
‘\ L ‘:‘w B b

i
e e
R R R
'"‘0'0'&}3:0:\'*t'M'o'o'o'MW|'Q‘+‘0'¢*¢'|'\‘0'0'¢*¢'|‘+‘0'0'¢

HH* OH
HHHH*{ Q \m' ‘i‘i

Y \

mm mmmm /

(it e {ih
'0'0‘0'!"*‘""*“ )’o’o‘o‘ﬂﬂ“‘&'&" uﬁwa

LAANIERDY bk HH!H AR
'Nﬂﬂﬁﬂimmﬁfpammw,*www

it i e
S \1 A 4
A SR
0:0:‘:0:0:!-:0’#‘“}:0‘1-“ i "‘{0'0'##"0"‘0‘0‘!—‘0’#‘“}‘}
A i
A
't'#d‘M‘p*#‘d‘d%‘#‘ﬁ*q’c’&o‘ ’* e

mmﬂw.m. R
mm- A P e
R
A A

) .»'»’0'1“‘»%’1’1‘#%+‘|"+’1‘+’+‘ '+’1++‘|'|'1'1+*+‘;*+’M

Aislamiento de
revestimiento Aislamiento de
1440 revestimiento
1480

Aislamiento de
revestimiento
1470

24



ES 2817788 T3

1600

R T T e T o
B prEdi e e R
A A )
FEARREREAARER Rt EEEEEE R bk A s s R R LI B A R R LI

A
bbb

i
A R
B e,
AR R
AR

RO R EEREER
HEAEEREEECEER R RS RS R RS
L A AR R R KR R

AR ko ¥

A St AR b AR St
R
it e

AR
A
EEARRbEE AR b
b

Fat AR AR KA
PO R
'J R

RGOS LS LA B R AL A AR
AR praTI, gt g
g JiEe R/
i i R
B i i

L

(i
e

1 1 I ]
pis 3 iy ‘]
B A R
B G RRE AR R A b
puAR AN BB

1 .'“"‘0'0"'#'0"“'#'"l"l"ﬂ'""l"“""
PO COOCU OO CCOOL KIS
B

i hE
AR AKX XL XACE
AR

A
A
s
i i
e i
A
Py
by i
i
by
bt A R LR R R R
AR R KR AL B A
et A
A ol
R 7 A
i
% i
i h
it iy
‘0 AR
I " A
it ‘Q
FAARRAKAAR ARKI R AR AAARAR AR LS
e
': i “}Mwﬁ!ﬂ AR IHW‘O'OMW‘I_‘

DAL lEEANED G R
RS SARAT ARRLS ARAR ARRX
) R/
i o O G 'y
G kK2 i A A
*"t A AN A e
i i fidh B (R 7 f
o A o A AARY KU
b iy 1 A ) ]
‘J Ay A i ’a’a’ A ‘d y
J’ A S S Sy i

b A AR A AR LRSS R RS I SRR T R
T
' b
(B

SRR AR
e

Frh b AR AR
A P A AR A

L L A R L LA ke A T L A T LT b AT A R Ak AR AT Rl
s )
B e A P
J»mmmhmmmdm:@,.g.pg‘m.mgmw AR R
&

AR
v AR ARRAS AR A AR,
& bR LR KL R LR KT LK
N §+mm+Mm+rm+mﬁmﬂmmmnm
PELERE LR RE RS b, AR B
‘ \.w.w.wm.w::w PR

__ \\\ B

REEEELEEE SO EbY s Iy | RALEAN
Rt H-O.V““O‘%ﬁﬂ.w d ¥, %4.1.‘&‘“4,0“0 O‘H ek
L
;J.J_.). /

B i i e
e 8,
\ A ARARRARA AL o KRR S
i e
AN
A
e e A
S
SRR,
Rt
e
. i
A

A
; e
R e 2 T A
sk b e R e e
e
A A s o e U A ik kBt A

R SR

:::::‘:‘:':‘: :‘:&‘1 L R
R AR AR A AR
kR Ak A K R AR R
L
o N
e A A
R
SN
i :’f L
ey eREEeR e i
R
i "'i‘r‘\ G I ) 'fQW [t
5 J
AR TR
AR (A
3 NSttty e

R
i e
el Abobindo ettt L idb
A
i o
i i
AR
Mioidandanttiontitinianaiiie
R
T
i, iSRS i)
A TR AR SRNRE
AP\ A A
SRR AR A A A
A lnnnie b
i g e
R O R
ARG T TR (AL
DA AN 3 M RARRAKEE QARKARERG
R Watihih e AR
i A i o
i SR YAaG

GAARRICAL
L
N G
s i
A

b At e

i iRy
e S
RN

s
AR
b
KAtk it R R
B A B B BAAAAS

Aislamiento de . : SlaTH i
revestimiento Aislamiento de Aislamiento de

1440 revestimiento revestimiento
1480 1470

FIG. 16

25



ES 2817788 T3

1700

P e VA |

B g TR o ;
SR TR R R
B A ALY [ R
fitasadimbiianid P b AR A A AR

Bt e EEERat b En bt b y
SHERARREEEA AR ah REEEEARREbERrabb Ay BEEER R R EEE AR OB bRt |
B pE M

LEREAREEPELTEraeer

B KX OCCE X RO FEEAREEREErrbbEar b teereiae ey iee bbes
PO IO TAEEREARLRN PR d Pee e b POARTIP et etdebbeeese Pl et bisesrsidnes
i e R R

gi‘

i
il

o :,
A
,
i

o osiaassiianspinns e
[
R

[ AR R A

AL AAY
s
e
A
A
i
s
/*i’c
i}

PAARSTRASEI ARSI AAE AN
T
DO RN R
bt A A K

1

w7y 'f‘?
1l
/: il

Y ) o
i (i
*:%’:‘:‘:" Y i
(e i A
L A
A i A
30}:‘& ) i
i i
@ i /i
B
s ) o
[ R S
HEE e
B, AR
Lyt 'a‘n‘n‘a‘d‘t‘a‘n‘n‘a‘a‘a‘a"n'n‘a’d’a“u‘n‘a‘a:d:a:‘_u:n"a‘a'l AR AR
B T
i it
& sl o A
0 i i
; o A
i
i G A
i I i
Ay & e
LA AL AR b AALARAAE LRSS LR ARG AR AR AL A
i RN
i Tttt
LAt B KA A AR LA A

T R ry

S

H M
AR A AR ERRER LALLM
AR AR AR
e e e e e
B
i R e e
AR R AR
AL e
e W i i
(A TR R D A A B
e e e e
AR AR AR AR A
S R R
AR A AN
N (R
AR ot g By A
AR B A
A AR A
KRR R K
(AR AR ARG
A AR
(A i
b {1 bt
AL rEEE
b S A M e
e
e R
LA f; e

i

e e e e i
R U T R E e
R .‘-5:33 A
S

Sk i
i wmm
e
ity ‘

(R
A
A

T

e
A i HRrlaet :r;’:
R R
Gl L
sy, el
N s
A G
KR i o o e
AT R
& iy

i
i e 110
ErRRR R P L g
A
SR amuw‘

A . .J
e UK KN
T
SO
e \‘uﬁﬁvypu“ﬁ’ *"’
PR

D, i
R RARAC SR b AR
L
R Al
SRR 2R

AR ST
AR A A
snniisanniis Y
AR A AR
AR AR AR
A A A

.

Aislamiento de
revestimiento
1440

Aislamiento de
revestimiento
1480

G.17

26

T T

LAANRALCR AR RO R R AR AR KRR KRR S L
AAAAARARARR KR ALK KR KR R DRI R SRR AR AR AN K] PR R RN AR AL KRR KN R A Kb KK X S R R AR AL R
R M A D
LOGEEESE R ] ‘ B AR AR R A R AR KRR

’#

Aislamiento de
revestimiento
1470



ES 2817788 T3

1800 —

1810
f

DEFINIR UNA CAVIDAD
DE VIA A TRAVES
DE SUSTRATO EN UN
SUSTRATO

r /1812

DEPOSITAR UNA CAPA
DE AISLAMIENTO EN LA
CAVIDAD

| [1814

LLENAR LA CAVIDAD
CON UN MATERIAL
CONDUCTOR

| /1816

RETIRAR UNA PARTE DE LA
CAPA DE AISLAMIENTO PARA
CREAR UNA PARTE REBAJADA

FIG. 18

27




ES 2817788 T3

1900

3
1940 195 857 1940

9904 lm%o

I
1920

1925A

1925C

FIG. 19

28



	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

